
전기․전자․통신 [전공A] (6면 중 2 면)

 ◦문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.

◦모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 공업 교육과정 개발에 활용되는 직무 분석 방법에 대한 

설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓰시오.

[2점]

◦직무 분석은 산업체 요구에 적합한 인력을 양성하기 위해 직무 

내용과 직무 조건을 분석하여 교육과정에 반영하는 접근법

으로, 대표적인 방법에는 최초분석법, ( ㉠ ), ( ㉡ )이/가 

있다.

◦ ( ㉠ )은/는 해당 직무의 폭이 넓고 내용이 다양하여 단시간의 

관찰을 통해 분석하기가 어려운 직무에 사용하는 방법이다. 

이 방법은 직무 분석가가 그동안 개발된 각종 자료를 수집하고 

분석하여 직무 분석 초안을 작성한 후, 현장에 나가 실제 

직무를 면담이나 관찰 등의 최초분석법으로 확인하는 방법

이다.

◦ ( ㉡ )은/는 해당 직업 분야에서 경험이 풍부한 실제 종사자가 

그 분야에 대한 전문성이 높다는 것에 착안한 것으로, 해당 

직무의 전문성을 갖춘 종사자들로 구성된 위원회에서 워크숍을 

통해 직무를 분석하는 방법이다. 이 방법은 임무(duty), 작업

(task), 기술(skill), 지식, 도구, 장비, 미래 직업 전망 등을 

분석하기 때문에 단기간에 교육과정을 개발하는 데 효과적

이다.

2. 다음은 전압원(voltage source)과 전류원(current source)에 대한 

설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오.

 [2점]

전원은 전압원과 전류원으로 구분되며 특별한 조건이 없으면  

이상적인(ideal) 것으로 간주한다. 이상적인 전압원은 연결회로에 

흐르는 전류값에 상관없이 일정하게 전압을 공급하고, 이상

적인 전류원은 연결회로에 걸리는 전압값에 상관없이 일정하게  

전류를 공급한다. 따라서 이상적인 전압원의 내부저항 값은 

( ㉠ )(이)고 이상적인 전류원의 내부저항 값은 ( ㉡ )(이)다.

3. 그림 (가)는 진폭변조(amplitude modulation)의 1가지 방식을 

블록도로 나타낸 것이다. 정보 신호 가 (가)의 방식으로 

변조되어 신호 가 (나)와 같이 생성되었을 때, 반송 주파수 

 [㎐]와 변조지수를 각각 구하여 쓰시오. [2점]

(가)

  coscoscos
(나)
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전기․전자․통신 [전공A] (6면 중 3 면)

4. 다음은 C 언어로 작성된 프로그램이다. 이 프로그램의 실행 

결과를 쓰시오. [2점]

#include <stdio.h>
 
void func(char ch);
int main(void)
{
    int i;
    char ch;
    char *str = "A2B4C6";
    
    for(i = 2; i < 4; i++)

{
ch = *(str + i);
func(ch);

}
    
    return 0;
}
void func(char ch)
{
    if(ch >= 'A' && ch <= 'Z')

ch = ch + 1;
    else

ch = ch - 2;
    printf("%c ", ch);
}

5. 다음은 직류전동기와 유도전동기에 대한 설명이다. 괄호 안의 

㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

◦직류전동기에서 전기자에 전류가 흐르면 전기자 전류에 의한 

자속이 발생하여 공극 자속을 왜곡시킨다. 이와 같이 전기자 

전류에 의한 자속이 공극 자속에 미치는 영향을 ( ㉠ )

(이)라고 한다. 따라서 ( ㉠ )은/는 자기적 중성점의 위치를  

이동시켜 브러쉬와 정류자에 의한 정류에 문제를 발생시키기 

때문에 적절한 대책이 필요하다.

◦유도전동기에서 회전자계의 속도()와 회전자의 속도()의

단위화된 상대속도를 ( ㉡ )(이)라 하고 
  


으로 정의

한다. 따라서 유도전동기의 회전자가 정지되었을 때 ( ㉡ )

은/는 1이 되고 회전자가 동기속도로 회전할 때 ( ㉡ )은/는 

0이 된다.

6. 다음 (가)는 어떤 반도체 소자의 구조에 대한 설명이고, (나)는 

반도체 소자의 동작에 대한 전달 특성 곡선이다. (가)와 (나)에 

공통으로 해당하는 반도체 소자의 명칭과 채널의 형태(type)를 

쓰시오. (단, VGS는 게이트-소스 사이의 전압이고 ID는 드레인 

전류이다.) [2점]

(가)

◦한 종류의 캐리어에 의해 전류가 형성되는 소자이며, 드레인

(drain), 소스(source), 게이트(gate)의 3가지 전극으로 구성

되어 있다.

◦드레인 전극과 소스 전극 사이의 영역은 제조 시 기판 내부

에서 채널로 형성되어 있고, 게이트 전극과 형성된 채널은 

SiO2층으로 절연되어 있다.

(나)

7. 다음은 상태공간에서 어떤 선형시스템의 상태방정식과 출력

방정식을 나타낸 것이다. 이 선형시스템의 극점 2개를 각각 구하여 

쓰시오. [2점]

xt  Axt  But  

 


 

 
xt  


 



ut

yt  Cxt    xt
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8. 그림은 다이오드를 응용한 클리퍼 회로이다. 입력 전압 Vin의 

값이 11 [V]일 때와 －2 [V]일 때 출력 전압 Vo [V]의 값을 각각 

구하여 순서대로 쓰시오. (단, 이상적으로 동작되는 다이오드 D1과 

D2의 순방향 전압강하는 0으로 가정한다.) [2점]

9. 그림은 3가지의 논리변수를 갖는 불 함수 F(A, B, C)를 나타낸  

조합논리회로이다. 제시된 <해석 절차>에 따라 최소화된 불 함수 

F를 구하여 풀이과정과 함께 서술하시오. [4점]

<해석 절차>

[단계 1] 1번 NOR 게이트의 출력 F1이 AB C가 되도록 NOR 

게이트의 입력 ㉠, ㉡을 구한다.

[단계 2] 2번 NAND 게이트의 출력 F2가 A  B  C가 되도록 

NAND 게이트의 입력 ㉢, ㉣을 구한다.

[단계 3] F1과 F2를 이용하여 출력 F에 대한 불 함수를 구한다.

[단계 4] 출력 F의 최소화된 불 함수를 구한다.

10. (가)는 포화(saturation) 영역에서 동작하는 MOSFET을 

사용한 바이어스 회로이고 (나)는 포화 영역에서의 MOSFET 

전류-전압 특성이다. Vt＝1 [V], kn＝2 [mA/V
2], IG＝0 [mA]일 때 

ID [mA]와 VDS [V]의 값을 제시된 <해석 절차>에 따라 구하여 

풀이과정과 함께 서술하시오. [4점]

(가)

(나)

ID＝ 


kn (VGS－Vt)

2

kn : 트랜스컨덕턴스 파라미터(transconductance parameter)

Vt : 문턱전압(threshold voltage)

<해석 절차>

[단계 1] 게이트와 드레인 사이의 전압 VGD [V]의 값을 구한다. 

[단계 2] (가)의 회로와 (나)의 전류-전압 특성을 이용하여 

드레인 전류 ID [mA]의 값 2개를 구한다.

[단계 3] [단계 2]에서 구한 2개의 ID [mA]의 값에 해당하는 

각각의 VDS [V]의 값을 구한다.

[단계 4] [단계 3]에서 구한 ID [mA]와 VDS [V]의 값 중에 포화

영역에서 정상 동작하는 ID [mA]와 VDS [V]의 값을 

구한다. 



전기․전자․통신 [전공A] (6면 중 5 면)

11. 그림 (가)는 전압원과 전류원이 포함된 저항회로이고, (나)는 

(가)의 테브난 등가회로를 나타낸 것이다. 부하저항 RL에서 소비

되는 전력이 1 [W]가 되도록 RL [Ω]의 값을 제시된 <해석 절차>에 

따라 구하여 풀이과정과 함께 서술하시오. [4점]

(가)

(나)

<해석 절차>

[단계 1] 전류원을 개방하고 전압원에 대하여 단자 A와 B에서 

바라본 등가전압 VTH1 [V]을 구한다.

[단계 2] 전압원을 단락하고 전류원에 대하여 단자 A와 B에서 

바라본 등가전압 VTH2 [V]를 구한다.

[단계 3] 단자 A와 B에서 바라본 테브난 등가전압 VTH [V]와 

테브난 등가저항 RTH [Ω]를 각각 구한다.

[단계 4] 부하저항 RL에서 소비되는 전력이 1 [W]가 되도록 

RL [Ω]의 값을 구한다.

12. 전계 E＝



 [V/m]가 있는 3차원 직각좌표계의 공간상에

체적 V[m3]는 0≤ ≤ 2 [m], 0≤ ≤ 2 [m], 0≤ ≤ 2 [m]이다. 

전계 E로부터 체적 전하밀도  [C/m
3]와 체적 V 내의 총 전하량 

Q [C]를 제시된 <해석 절차>에 따라 구하여 풀이과정과 함께 서술

하시오. (단, 는 진공의 유전율이고, 는 축 방향의 단위벡터

이다.) [4점]

<해석 절차>

[단계 1] 주어진 전계 E로부터 전속밀도 D [C/m2]를 구한다.

[단계 2] 가우스 법칙인 전속밀도 D와 체적 전하밀도 의 

관계식을 표현한다.

[단계 3] [단계 1]의 전속밀도 D [C/m2]와 [단계 2]의 관계식을  

이용해서 체적 전하밀도  [C/m
3]를 구한다. 

[단계 4] [단계 3]의 체적 전하밀도  [C/m
3]를 이용해서 주어진 

체적 V 내의 총 전하량 Q [C]를 구한다.
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13. 그림 (가)는 4개의 입력을 갖는 조합논리회로이고 (나)는 4×1 

멀티플렉서를 이용한 응용회로이다. (가)와 (나)가 논리적으로 등가가 

되도록 ㉠, ㉡에 해당하는 논리회로를 제시된 <설계 절차>에 따라 

설계하여 풀이과정과 함께 서술하시오. (단, 모든 소자는 이상적

으로 동작하며, S1, S0은 4×1 멀티플렉서의 선택선이다.) [4점]

(가)

(나)

<설계 절차>

[단계 1] 그림 (가)의 출력 F(W, X, Y, Z)를 최소항(minterm)들의 

합으로 표현한다. 

[단계 2] [단계 1]의 F(W, X, Y, Z)를 이용하여 (가)와 (나)가 

논리적으로 등가가 되도록 ㉠, ㉡의 논리회로를 

순서대로 구한다.

[단계 3] 그림 (나)의 회로에서 W＝1, X＝0, Y＝1, Z＝0일 때 

출력 F를 풀이과정과 함께 구한다.

14. 그림은 주파수 영역에서 어떤 2차 선형시스템을 신호흐름선도로 

나타낸 것이다. 이 시스템의 고유 주파수(natural frequency) 

＝3 [rad/s], 감쇠비(damping ratio) ＝0.5가 되도록 비례이득 

와 궤환이득 를 제시된 <해석 절차>에 따라 구하여 풀이

과정과 함께 서술하시오. [4점]

<해석 절차>

[단계 1] 메이슨(S. Mason)의 일반 이득 공식을 이용하여 전달

함수 Rs
Y s

를 구한다.

[단계 2] [단계 1]에서 구한 전달함수의 특성방정식을 이용하여 

고유 주파수 ＝3 [rad/s]이 되는 비례이득 의 값을 

구한다.

[단계 3] [단계 1]에서 구한 전달함수의 특성방정식과 [단계 2]

에서 구한 를 이용하여 감쇠비 ＝0.5가 되는 궤환

이득 의 값을 구한다.

<수고하셨습니다.>


